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[57]申請專利範圍
1.　一種利用快閃記憶體的壞頁來存取資料的方法，該方法包括一寫入程序，用以將一頁

(page)容量大小的一原始資料寫入一快閃記憶體中，該快閃記憶體至少包括一第一壞頁及
一第二壞頁，其中該第一壞頁及該第二壞頁皆包括複數錯誤位元，其中該寫入程序包括

以下步驟： 利用一資料分離器(data separator)將該原始資料平均拆分成一第一子資料及一
第二子資料，並且將該第一子資料及該第二子資料各別複製一份，形成兩份該第一子資

料及兩份該第二子資料； 利用一資料遮蔽器(data masker)將該兩份第一子資料其中之一
及該兩份第二子資料其中之一轉換成兩份虛擬資料(dummy data)，並且形成一第一資料
組及一第二資料組，其中該第一資料組包括該兩份第一子資料其中的另一加上該兩份虛

擬資料其中之一，該第二資料組包括該兩份第二子資料其中的另一加上該兩份虛擬資料

其中的另一； 利用一編碼器根據該第一資料組產生一第一同位校正碼，並且根據該第二
資料組產生一第二同位校正碼；以及 將該兩份第一子資料及該第一同位校正碼合併寫入
該第一壞頁，並且將該兩份第二子資料及該第二同位校正碼合併寫入該第二壞頁。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之利用快閃記憶體的壞頁來存取資料的方法，更包括一讀取
程序，其步驟包括： 將該第一壞頁上的實體儲存空間平均劃分為一第一段及一第二
段； 該資料遮蔽器將儲存於該第一段的資料內容轉換成該虛擬資料； 利用一解碼器根據
該第一同位校正碼對儲存於該第二段的資料內容進行校正，而將儲存於該第二段的資料

內容還原為該第一子資料； 將該第二壞頁上的實體儲存空間平均劃分為一第三段及一第
四段； 該資料遮蔽器將儲存於該第三段的資料內容轉換成該虛擬資料； 利用該解碼器根
據該第二同位校正碼對儲存於該第四段的資料內容進行校正，而將儲存於該第四段的資

料內容還原為該第二子資料；以及 利用一資料組合器(data assembler)，將還原得到的該
第一子資料及該第二子資料組合成該原始資料。
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3.　如申請專利範圍第 2項所述之利用快閃記憶體的壞頁來存取資料的方法，若該解碼器根
據該第一同位校正碼，無法將儲存於該第二段的資料還原為該第一子資料，則該讀取程

序更包括： 該資料遮蔽器判斷該第二段中的該等錯誤位元數量多於該第一段中的該等錯
誤位元數量，進而重新選擇將儲存於該第二段的資料轉換成該虛擬資料，而保留儲存於

該第一段的資料內容；以及 該解碼器根據該第一同位校正碼(parity)對儲存於該第一段的
資料內容進行校正，而將儲存於該第一段的資料內容還原為該第一子資料。

4.　如申請專利範圍第 2項所述之利用快閃記憶體的壞頁來存取資料的方法，若該解碼器根
據該第二同位校正碼，無法將儲存於該第四段的資料還原為該第二子資料，則該讀取程

序更包括： 該資料遮蔽器判斷該第四段中的該等錯誤位元數量多於該第三段中的該等錯
誤位元數量，進而重新選擇將儲存於該第四段的資料轉換成該虛擬資料，而保留儲存於

該第三段的資料內容；以及 該解碼器根據該第二同位校正碼對儲存於該第三段的資料內
容進行校正，而將儲存於該第三段的資料內容還原為該第二子資料。

5.　如申請專利範圍第 2項所述之利用快閃記憶體的壞頁來存取資料的方法，其應用於一快
閃記憶體控制器中，該快閃記憶體控制器電性連接於該快閃記憶體，並且具有一快閃記

憶體轉換層(Flash Translation Layer, FTL)，其中若需要將該原始資料拆分並儲存於該第一
壞頁及該第二壞頁時，該原始資料會通過該快閃記憶體轉換層而傳送至該資料分離器。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之利用快閃記憶體的壞頁來存取資料的方法，其應用於一資
料處理系統中，該資料處理系統包括一主機、該快閃記憶體控制器、一記憶體技術裝置

(Memory Technology Device, MTD)以及該快閃記憶體，其中該主機產生該原始資料，並
將該原始資料傳送至該快閃記憶體轉換層，該快閃記憶體轉換層將該原始資料輸入該資

料分離器，該資料分離器輸出一包含該兩份第一子資料的資料組及一包含該兩份第二子

資料的資料組，並將其傳送到該記憶體技術裝置，進而寫入該快閃記憶體中。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之利用快閃記憶體的壞頁來存取資料的方法，更包括： 選擇
該第一壞頁及該第二壞頁的位置，使其位於該快閃記憶體中的同一個晶圓(die)的相鄰兩
儲存矩陣(plane)中，並且該第一壞頁及該第二壞頁在各別的該儲存矩陣上具有相同的位
移。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之利用快閃記憶體的壞頁來存取資料的方法，更包括：提供
一平行指令給該記憶體技術裝置，在將該兩份第一子資料及該第一同位校正碼合併寫入

該第一壞頁的同時，也將該兩份第二子資料及該第二同位校正碼合併寫入該第二壞頁。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之利用快閃記憶體的壞頁來存取資料的方法，更包括：提供
一壞頁記錄器，以記錄該第一壞頁與該第二壞頁的實體位址。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之利用快閃記憶體的壞頁來存取資料的方法，其中該第一壞
頁具有一第一備用區(spare area)，並且該第二壞頁具有一第二備用區，在該寫入程序
中，該第一同位校正碼被寫入該第一備用區，並且該第二同位校正碼被寫入該第二備用

區。

圖式簡單說明

圖 1為應用本發明之方法的資料處理系統的整體架構示意圖。
圖 2為本發明之一實施例的壞頁及其判斷強段/弱段的方法示意圖。
圖 3為本發明之一實施例的原始資料重新安排後儲存於壞頁組結構示意圖。
圖 4為本發明之一實施例的管理層之資料寫入程序示意圖。
圖 5為本發明之一實施例的管理層之資料讀取程序示意圖。

(2)

- 6731 -



(3)

- 6732 -



(4)

- 6733 -



(5)

- 6734 -



(6)

- 6735 -



(7)

- 6736 -


